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Doubles transistors PNP silicium
Planar epitaxiaux
Dual PNP silicon transistors
Epitaxial planar
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*2N 3349

Amplification differentielle faibla bruit
Low noise differential amplification
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2N 2639 at 2N 2641
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2N 3347 *
2N 3348*
2N 3349*

Caracteristiques igenerales a tamb = 25°C
General Characteristics (Sauf indications conuaires)

I Unless othtrwist spacititd)

Caracteristiques d'appariement
Matching chincterislics
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Caracteristiques statiques pour chaque transistor elementaire
Static characteristics far tick tlimtnttrf transistor
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* 2IM 3347
* 2N3348
* 2N 3349

Caracteristiques generates a tamb = 25° C
General characteristics

Caractaristiques statiques pour chaque transistor elementaire
Static clnrictirittin tot itth ilimutiry trimittor

Tension de claquage 6metteur-base
Emitter-bate breakdown voltage
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direct du courant
Static forward current transfer ratio
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Caracteristiques dynamiques pour chaque transistor elementaire (pour petit*
Dynamic characteristics for aactl tltmtnttry transistor (for small sioiul*/

Rapport de transfert direct du courant
Forward current transfer ratio

Impedance d'entree
Input impedance

Admittance de sortie
Output admittance

Frequence de transition
Trantitlon frequency

Capacity de sortie
Output capacitance
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Facteur de bruit
Nolta flgurt
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